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Sintese de Materiais 2D: MoS,

Alexsandro Vieira da Silva, Claudio Radtke
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, Brasill

INTRODUCAO OBJETIVO
Materiais bidimensionais, isto €, compostos formados por uma A sintese de MoS, utilizando trioxido de molibdénio e fonte de
unica camada estdo ganhando cada vez mais importancia em enxofre sobre a superficie de um substrato de Si/ SiO,? e
pesquisa e desenvolvimento, devido as suas propriedades uteis comparagao com o método de adicdo do promotor PTCDA na
em aplicacdes tecnolégicas (1. superficie da amostralsl.
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RESULTADOS E DISCUSSOES
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Figura 1. Espectros de Raman referentes as amostras de MoS, crescidos nas Figura 2. Espectros crl\e Raman referentes as amostras de MOSJPTCDA crescidos nas
temperaturas de 550° (a), 600° (b), 650° (c) e 700°C (d), respectivamente. temperaturas de 550° (a), 600° (b), 650° (c) e 700°C (d), respectivamente.
Ao analisar os espectros obtidos mostrados nas figuras anteriores, CONCLUS Ao
nota-se que ha uma maior homogeneidade no numero de _ : :
camadas de MoS, das amostras com PTCDA, refletido pelas Com o protocolo apresentado foi possivel a sintese de MoS,,
distdncias mais constantes entre os sinais dessas amostras em assim como a deteccao de melhores homogeneidade e
comparacao aos sinais referentes as amostras sem PTCDA. propor¢ao estequiometrica dos dissulfetos adsorvidos nas
amostras contendo PTCDA. Poréem, os estudos para um
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